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Uzupełnienie 

dotyczące rys. 2 , str. 3 9 , zamieszczonego w "Materiałoch Elektronicznych" nr 1 / 2 5 / 1 9 7 9 

1 . N o rys. 2 powinny być oznaczone typy ceramik: B N - 1 O i BN-11 . 
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2 . Podpis pod rysunkiem powinien być następujący: 

Oporność powierzchniowa płytek krzemu z wdyfundowanym borem z B N - 1 0 i BN-11 , 

mierzona wzdłuż średnicy równoległej do ścięcia bazowego płytek 
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COflEP)KAHHE 

Ananna fle(Ł)EKTOB, BCTpenaeMbix B crpyKiype KpewHua, Ha ocHOBaHnn HaónKJAeHuii KpewHueBbix nenr 
nony4aeMbixMeTOflOMEFG(HacTb l l ) -B UmUEBCKH,E.KOHTUKH 7 
OnpeaeneHne TpuxnopocunaHa B xnopucTOM KpewHUn seynnowerpunecKUM N fleHCHMerpusecKUM 
MeTOAaMM-Fl.PĄa0MCKM,B.M.PETbK0 ^^ 
BnnHHue o6pa5oTKM sneKTpoAOB Ha 34)4)eKT flunaiviMHecKoro paccennuH cwecu aaoKCMCoeflUHeHnii -
-T.CMBEU,3.HOBHHOBCKH-KPyillEnbHl/mKH,E.3EnMHbCKH,IO.>KMHfl 24 
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B. CISZEWSKI, J. KĄTCKI: Analiza defektów występujących w strukturze krzemu na podstawie obser-
wacji taśm krzemowych otrzymanych metodą EFG (część II) 

Na podstawie obserwacji struktury i morfo logi i taśm krzemowych otrzymanych metodą EFG przedsta-
w iono podstawowe defekty struktury występujące w kryształach krzemu. 

J. RADOMSKI, W. M. REĆKO: Oznaczanie trójchlorosilanu w czterochlorku krzemu metodami ebulio-
metryczną i densymetryczną 

W artykule przedstawiono zastosowanie metod ebuliometryczne] i densymetrycznej do oznaczania trój-
chlorosi lanu w czterochlorku krzemu. 

T. SIWIEC, E. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI, J. ZIELIŃSKI, J. ŻMIJA: Wpływ obróbki elektrod na efekt 
rozpraszania dynamicznego mieszanin azoksyzwiązków 

W pracy przedstawiono rezultaty badan wp ływu sposobu obróbki powierzchni elektrod na statyczne i 
dynamiczne charakterystyki elektrooptyczne efektu rozpraszania dynamicznego w ciekłych kryształach z 
grupy azoksyzwiązków. Zbadano wp ł yw mycia w różnych rozpuszczalnikach organicznych, trawienia jo-
nowego oraz prostopadłego napylania warstwy SiOx. Na podstawie uzyskanych wyn ików optymalnym 
sposobem przygotowania elektrod okazało się trawienie jonowe, które wyraźnie poprawi ło parametry 
uporządkowania ciekłego kryształu. 
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B. UHUJEBCKM, E. K0HT14KM: AHanus Ae^ieKTOB, BCTpenaeMbix B crpyKiype KpewHua, Ha ocHosaHMH 
HAÔMOAEHMM KpeMHMesbix ne«T, no/iynaeMbix MCTOAOM E F G (nacTb II) 

Ha 6336 HaßniofleHMpi crpyKiypbi m Mopctionornn KpewHneBbix nenx npeflCTasneHbi ocHOBHbie AecJjeKTbi 
c r p y K T y p b i , B c r p e s a e M b i e B K p u c i a n n a x K p e M H u n . 

H. PAQOMCKM, B. M. P3TbK0.: Onpeae/ieHne ipMXJiopoctinaHa B xnopucroM K P C M M M M A Ó Y N M O M E T P I I -

wecKiiM M AeHCMMerpMHecKMM MeiOAaMM 

B CTBTbe npeflcxaBneHO npuweHeHne MeroflOB: aöynnoMeTpuHecKoro M fleHcuMerpunecKoro K onpeAe-
neHMM Tpux/iopocunaHa B x n o p u c T O M KpewHUM. 

T.CMBEU,3. HOBUHOBCKH-KPyLUEJlbHUUKU, E. SEJIUHbCKM, KD. >KMHfl : BnnnHneo6pa6oTKii a/ien-
rpoAOB Ha 3(M)eKT AMHaMMMecKoro paccenwiR cwecu aaoKcucoeAHHeHMii 

B paöorenpeACTasnneTCR peaynbTaibi nccneflOBaHufi sneKipoaoB,onTvinecKnxcBOíícTBCMeceM>K. K. m3 
r p y n n b i a a o K C H c o e f l U H e H u ü . M a y n a e T C f l B / i n n H n e H a a n e K i p o o m y i n e c K n e x a p a K T e p u c T H K H 3c t j 4 ) eKTa flu-

H A M M H E C K O R O p a c c e ^ H N N . 
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B. CISZEWSKI, J. KĄTCKI: An analysis of the defects occuring in the silicon structure on the base of EFG si-
licon ribbon observation (part 11) 

Using strticture and morfo logy observations of EFG silicon r ibbons the main structure defects of sil icon 
crystals are discussed. 

J. RADOMSKI, W. M. RECKO: A determination of trichlorosilane in sillcium tetrachloride by ebulliosco-
pic and densimetric methods 

Application of termodynamic methods to the determinat ion of tr ichlorosi lane in si l icium tetrachloride is 
described. 

T. SIWIEC, E. NOWINOWSKI-KRUSZELNICKI, J. ZIELIŃSKI, J. ŻMIJA: An influence of electrode treat-
ment on dynamic scattering effect of azoxy compounds mixture 

The paper presents the results of investigation DSE in azoxy compouds mixtures. The transmission vol-
tage characteristics in unpolarized and polarized light were measured. Optical response rise and decay 
t ime for different methods of surface preparation like washing in organic compounds, chemical and phy-
sical treatment are given. 
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